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PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA

UNIDADE: POS-GRADUACAO STRICTO SENSU EM ENGENHARIA ELETRICA
AREA: NANOELETRONICA E CIRCUITOS INTEGRADOS

TIPO: OPTATIVA

CARGA HORARIA: 48 HORAS

CREDITOS: 4

PROFESSOR: Rodrigo Trevisoli Doria (responsavel)

DISCIPLINA: DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES (PEL 103)

EMENTA

Introducgédo a fisica dos semicondutores; Propriedades fisicas dos semicondutores; Diodos de
juncéo PN; Capacitores MOS; Transistores MOS.

OBJETIVOS

Apresentar aos alunos de poés-graduacdao uma introducdo a fisica dos semicondutores e 0s
principios de operacdo e os modelos que descrevem o funcionamento dos principais
dispositivos semicondutores utilizados em circuitos eletrdnicos na atualidade. Devem ser
discutidos diversos aspectos de funciomento e modelagem de diodos de juncao PN, capacitores
MOS e transistores MOS.

METODOLOGIA ADOTADA

Abordagem expositiva em sala de aula, onde serdo desenvolvidos topicos tedricos com
aplicacdes em exercicios desenvolvidos, visando a participagéo interativa dos alunos.

RECURSOS NECESSARIOS
Sala de aula com datashow.
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PROGRAMA

Introducéo a fisica dos semicondutores;

Propriedades fisicas dos semicondutores;

Juncdes PN — Modelagem da carga espacial,

Juncdes PN — Modelagem do fluxo de corrente;

Capacitores MOS — Diagrama de faixas de energia,;

Capacitores MOS — Modelagem do campo elétrico e potencial;
Capacitores MOS — Modelagem da tensé&o de limiar;

Transistores MOS — Introducdo e modelagem da corrente de dreno;
Transistores MOS — Efeitos decorrentes do escalamento.

METODO DE AVALIACAO
Provas, trabalhos e listas de exercicios.
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